
1) (2,5 pontos) Considere um inversor CMOS fabricado em tecnologia de 0,20 µm onde Voo = 1,8 V, Vtn = IVtPI = 0,5 V,
kn' = 1200 µAN2 e kp ' = = 300 µAN2. 0N e Qp possuem L = 0,20 µm e (W/L)n = 1,5.
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(a) (1,0 ponto) Desenhe o circuito do inversor CMOS. Indique o nome das grandezas representadas pelos números 
ctrçuJados-1 a 5. Para os números circulados 6 a 1 O indique a região de operação do transistor ON e do transistor 
Qp .
Desenho do Circuito Inversor CMOS 
(indique o tipo de transistor e os pontos v; e Vo}: VoL, VoH. VtH: VtL: Vth 
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(c) (1,0 ponto) Se Wp = Wn, qual o valor resultante de Vth?
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2) (2,5 pontos) Para o circuito abaixo, para 01 temos Vt = 0,5V e kn'(W/L)n = 2 mAN2. Adicionalmente IVAnl = IVApl =
40V, Voo = -Vss = 1,8V e 01 saturado. Pede-se:
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(a) (0,5 ponto) Neste item, vamos idealizar o circuito. Desconsiderando a corÇ?nte pelo elo de realimentação e o efeito

do rode todos os transistoJ.es, determine VGs1 e Vo21 para o transistor 01. A avaliação de quem é o elo de realimentação

faz parte da questão. 

'l¾.1 i. º .t1 k \'e_o.1:�n k�� · � 'lfiic.v,o � lf o=:"/" �J<-5. z� 

Q 1 �f\-T � IDQ 1 � i ;� �)i ( \/G.Sl - "l0 z
IR IX' = i5Q, )l � :rD 1.. = ID<:. = 500 Jt Lw /l) _e: =- J! 9=0 }' "" t,.,, A 

lw/L) ! )o 

llYlA::. l .ZmA (vG� 1\ )1... br r-:--
2 l -\J� =;, ,vGSt.-05) ';;: � \ = -t L

v'c,1t. .. ti +o,<; � \f <,,.1, .1. d s v · . , , , > \ll . � , F 
'-> v c�,t. �

1 , "'l>S t. :. t , 5 V

1 Vos1 = �,)1/ 





3) (2,5 pontos) A amplificador CMOS de dois estágios da figura abaixo emprega transistore
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